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- 4& >S *I a B a I t a s a Ift (LTPS TFT)#j jR. f£ V : 

'* •• t£ 3r £ & ^ /£ N5! LTPS TFT (NLTPS TFT)^ P3U 
LTPS TFT (PLTPS TFT)^ i % % > & & & M m >§, k M \ 

z- '&m m & ft n i « + ^ nltps tfW& 

m % m \ it #/& ■ » .4 ^ & NLTPs tfti 

PLTPS TFT4L .ffi & % M ' i & # #'J # PLTPS TFT< 

*S & # # 4 W ¥ & PLTPS TF.T4L & t & $k & f ° 

' k ■ ■ 

• ■„."*< ■*...*.* - . 

, (— ) - * * ^ * m *- it # ffi ^.tsL W 

4 0 4 2 ' * 4b ^. a a a # 

44 m m. m. % 54s N^} ft j& . $ '• •" . 
54d N32 % ^ % & 5 8 ffl *t 4& 

60 a m 64 

, ^c¥^¥¥" : A SELF-ALIGNED METHOD FOR FORMING A LTPS TFT) 

"■ * , , ■ ^ ' • * . 

A self-al igned method for forming a low 
temperature polysilicon thin film transistor 
( TPS TFT). First, active layers of a N- type LTPS 
TFT (NLTPS TFT) and a P-type LTPS TFT (PLTPS TFT) 
are formed on a substrate, and a gate insulating 
( G I ) layer is formed on the substrate. Then, a 
source electrode, a drain electrode, and a 
lightly doped drain (LDD) of the NLTPS TFT are 
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formed by utilizing the self -al i g n e d method. 
Further, gate electrodes of the NLTPS TFT and the 
P(" TPS TFT are f or med on t he gate insulating 
layer. Finally, the gate electrode of the PLTPS 
TFT is utilized to self-align to form a source 
electrode and a drain electrode in the active 
layer of the PLTPS TFT. 
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i - ftWiSLW CD 

# w MM ^ & #r m ^ ( 

., * # M ^ - m i& k Ja > ft I t. a a a If ( l ow 

temperature poly si 1 icon thin f i lm transis tor, £JL 
T ffi m LTPS TFT)60 M ft If & » JL 1% - m & ft M fa >$. 

«. A f A Jt ft 4" * .'It ft .0( ■% sa It (LTPS 

complementary metal-oxide semiconductor TFT, j-x T 
IBS .* LTPS CMOS TFT )60 M /ft J? ° 

* * .- • 11 * \ 1 *"'".'.■ ■ " *".'*. • 

'■".**■ . ' ' * - • ■ ' 

' * * * ' ■ .. * * , 

* ^ B a a M m A % ft %l & ft - %L % * & U jm H 

H >7 & $,#14 ' & e ^ Tt ith m ffl ^ ¥ t£ -32 v J A /' 

k i& s (pda)# is ^ ^ t i i oi _l • m m m. g <\it n n 

& m it % fa # 60 *i ^ ^ f m $ 4g ^ 

gtf 60 ^ & ' ^ & £ A 4 f ^ # # & J. %4&ffi Ml 60 >■ ft : ; . 

^ #f # 60 # # v rfrj LTPS TFTI& T :| t t > ± % A m 
% (act ively drive)*! >ft 60 # ft. ft'* & & #r A it & _t i& 

a m 60 - ^ 4 & a * ° 

' teSMl a a a > J't A & %L & m Tf: if (LTPS TFT -LCD) 
i & ^ # 5. >> - it a ^ ^- ^ - # P# n - 4f ^ V 

(scan 1 ine)«.Jfe € ^ '"'E ^ - W # (data 1 ine)|g fh % 
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s. * %wnw (2) 

i v ^i f - f jf # & m & - Ok t m & % m n & & - it 
f > ffij % - ft' ^ £ s . e ^ # - nt m t a it ^ - <«t # € s 

(storage capacitor) v 4 > t #^ LTPS TFT-LCDf #. #<J 
m LTPS C MO S TFT# % U & ffi ' « £ 4 # # # J§S ^ ^ It € 

( I C )^ fifc b B 9 m ^ ® fe : ^ _L ' . S *q St£ > ^ ^ g$"# A 

- F£ #, ± £ /& > it Iff & fete- A S ; ;>jj. - 

'.■■'.'v.;:.- ■ tt # bi - s. m z. > m - s. m & % % ^ ±. m m 

( + op . gate)^l ^ LTPS CMOS TFT 38^ Jt >£ ^ t> ffl ° -h 

m : m •:; % ft LTPS CMOS TFT 3 8£. & :•- % -;'a- *t.a 

m € a a a ^ 34(a T ffij *4 NLTPS TFT)|a - pgtf ^ £ 
% I tt^Jt;36(a T f i PLTPS TF T )m # & > ^ 
LTPS CMOS TFT 3 8^ H # ^ - ^ ^ L 1 OJi ' JL j£ ^ 

1 04t ® & ^ # - $ '■'■•4: . & m - j£ ~ t& I I ' M m ^ ^ 

m h I C^rf ^ ^ NLTPS TFT 3 m PLTPS TFT 36 » £4 ' 
^ i ^ 10i ® ^ & ^ t i; ; '*'l*>J'.l£ (pixe l array 
'a r e a , i i ^ ffil - t ) ' , A ffi i ^ /& ^1. It 'fS E P# # 
i NLTPS TFT. 34 > ffl a ft %, & m °£ it & tL ft ?A 
M it # (swi tchihg device) 0 

t 3r & ^ ^. ^ & ^ ^ 1 OJi ^ ^ ^ 

(amorphous silicon layer, cr -Si layer' ^ tf ^ ® 




2- * maw (3) 

t ) ' # * it -ff - EJ (anneal ing)f ^ >. 4£ # 13E # B a a 

* # & - B a a * - « m - * ) • H t it 4r 

- $ - tt f £4* *J ; |L m (photo-etching process, 

PEP) • M. ifc 3k & 10^ \% - & $ ^ H I I_l ^ #J ^ & 

- I I 4b.il. B B a # 1 2 ' #;>-'ifc # > 4& fi iJL # 1$ ;- >X ^ 
& & 1 0_L /& — 'ffl & %l (gate insulating, G I 

1 4 ' m. a it ffl n 4b & & ^ ,# 1 2^ _t - m *i « . *a ,*r 

14.L ^ ^fe is M % » : B r >')' V #Vfi- r. # : 

— tfj S m U M W ^ £ - I I^ l r-I IItt |g;i.4 

># f W W & NLTPS TFT 34^ PLTPS TFT 36^ ffl' t 
( ~ ate e 1 ec t r ode ) 1 6 ° 

t • ■ ' * . ... - • 

•• . . • • : ' * !*.•-•■ . . ■*. • .. 

. * • . - ' ■ .. . ■ ■ - . • ■ 

; & £ m —] m ' >j m w m t 1 6t ft - % 

(mask)i it # - m -f- 4$ 4£ U m 18 > jtf "ft* *A X;i wj / ; 

. . - 4 . . » .■ ' '■ 

m % 1 m JL M. t ffl Ht 4b ^l: B a B ># 1 2 t » a ^ k 4 it 4® N 

^ *&. # # & 20 -», m -k m 7F . » # ^ ^ & i ox ^ ^ — . 
^ m. m m ^ si .= t ) ' >t % - % k m i # t t * 

' a n m jt m % : f m & — m M 4b ft m. >f 2 2 » i ^. ^ ^ 

— ^ I^L PpI j& t: ^ 1 6*.'^ .—'"(& I i_l »'■ M #l it ^ft - ^ ^ # 4S- 

M %L 24 ' m 0 -"f- *i A. ^ ffl # 4b 7^ Ifi ;.2 2/9f ^ i >l ffl 

* 4b ii a-^'yf-. 1 2t ^ j4c — N3l! * # # H 2 6sk . 2 6d v V' 
f ' — N^! t # # ; fi- 2 6 s# 26d4: %l m & f ft NLTPS TFT 

3 4^_ ^ fa % k € ' i' 4i > i . # % H 2 6 2 6 d ;■ 

$3 m ^ — m ## i 20^: m i t ^ nltps tft 34^ # # # 




171 



i *&WttW (4) 

t8l m ( 1 ight ly doped drain, L D D ) .» ffn 4fc ^ NLTPS TFT34 

3l ffl m % m 1 6t # * # # m n -ft ^ ^ ^ 12&X & 

# # NLTPS TFT 3 4^: it it (channel )^ - 

^ * # 1 p^it yt m;% 22 ' m s.^r * '»••• # 

^ Jfe ^ i l OJl ^ ~ # - * RH. vf ffi ^ ffl E3 t ) ' 

it # - ^ $t J£ 4k M $L M > & ^ t£ & Ffi ,# t ^ jsfe - M 
M 4b Jg PS. % 2 8 ' & ^ *'J # ® % "'' flt ^ 2 8^ PLTPS TFT 
36^ 1$ € 16t > - 4 it -ft— ^ ll f II 30- 

>if ^ m ...4 M ^ * bi * ^ & m. % 2 i& t$ W% m i m A jfc 

^ U t 4b ^ «> ># 1 2t /r R^^> - t # # & 32s# 
3 2 d ' : JM ffl 4t # # P LTPS TFT 3 6 2l M & f m 'M M € 
-fa /fit ^ ^ M M t ^ 1 6T ^ & & ^ M M 4b M a B a # M 
1 2& ffl t h PLTPS TFT 3 6^ it it & i & '*». "i 5. #r 

' fifc: M Ik il 1Mb & ia Jf 28 > JX ^>] ^ /& NLTPS TFT 
3 4$- PL TP ST FT 36 ' & /£ % LTPS CM 0 S T F T 3 8^ M; 

';. (B5 ^ T ' f ^ ^ LTPS CMOS TFT 3 8^ >{r > ^ 
^ ^ NLTPS TFT 3 6^ PLTPS TFT 3 6^ frl M 16^ ^ > 

& M k N^l >1 # # 20 ^ ^ <t ^- /^L f; ... : 

i ;v ; W 1 P^.i ^ € # ^ ^ € ^ ° 

_L 5dt f > ^ LTPS CMOS TFT 38# ^ ^ M t *>} 
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1 - &WiSLW (5) 

ffl M ^ f 16^ 4 k ft M ¥ 6d ^ # N^> It # &n n 

2 0 » is. & & B & NLTPS TFT 3 46^ 'tf € ^ M SSL ^ t 

Bf • w t # ^ ^ 3 - it ' * na £ m >t W --flt • : m m # ■ ■ 

ft :"- M m \a f it m ( stepper) # ,*S & ^ ^ A it 

& A & ^ 4¥ a ^ @ ^ > -ft. * & # & ;^ ¥ & * ' # 

^ f l ( over lap) ^ A '.Hfr/ffc ( mi sa 1 i gnmen t) -ff ^ • 

\ »;'*»;'■ 4 #r '» »T js& /fr it A M M it & na ^ 2 2f ; i a i 

46 # # 'It ' * > ^ . B -fb B B a ^1, 2 5iK # # ' iTq ^ 

# M & & ft %l m % M le. i ;t f I ^ w> ' : jtt. 4 ' i. >i # 
% % M. i : ti ^'- ; £i # $ 20 ' sr *i 2t 

(a s y mine try *I # # >3L & 2 .0* # & & # & # € 5* 

it (hot electron e f f ect ) » llfl £ Ift € ^ € ; 

^ fl^ 31 # tL ^ -f $ >f . » ® ifc > -kv n M ft % & - 3k m 

IS # # ^ ' it & * m € ^ # 3L •'•"*£ € ^ IE ® i§ ^ 3*. 

f • . & 1$: ® ^ M ^ m- ft ^ * ^ *h ^ ; iSL- ^ - ^ M M ' H 

jib ^ ^ li /t # # m il ^ i$ ^. ¥ (yield) « ^ a ^ LTPS 



A > ^ 4l - a ^ ^ m ^ - m. k m i ft m ¥ # # ^ 
^ > & ft n 7%. :m % m ^jgi MMM ^ ltps tft^ ^ ^ 

^ ; : ' a m '. ft s m M m- m & & ft ^ £ ° 




i > ftWULW (6) 

* # m ^ % - a #i & i& "it 4& - m. & ft n ltps cmos W 
TFm %ft a & > a & m ^ % n m & n## > x * jm 

if ^ *h H a - 

* # afl ^ - 13. 4£ ^ #J % m f& T — ^ - & _L |t 
ft .- ^ * i # f i ^ LTPS TFT6-J * ".; » /i£ ^ * W & ^ # 
k > # i^i ^ - ^ — is ' ^ #J $ £ ^ 4t 5. > - . 
N LTPS TFm M- 'J? - PLTPS TFT- -T & ^ t£ & < U. % - 

i§. M tt i ^ ii i)j:^ /& - ^ # & ffii # 4b B B a M ' x 

£ t£ 4t # © fit 4 b 4£ a B a ^ t & ^ # - a* n. - - j3t 
& ' j-x a - it it \k > # ^ i& i _l ^ fc: J$ & /& — -fr c 

>i ; ^ — SI * 4b % M M ' H 1. ^ # ^ # # g| £ ;4b it B 0 a ^ 
^ ^ _L ' J. t£ 31 - H 4l t£ B) 31 4b if f t & V# -r-.^ 

^ a > # ^ it ft - % - \0 + ft fc M m \ m m ^ t M % m 

— % - m: a n ft n ^txn ^ # @ ir 4b 41. bb ^ Jt ^ t£ • : ; 

* ^ ^ ^ (& t v vX M & M — ^> i € ^ ^- — n 

^ f • m %L -£r f£ ® m 4b ^ M ^ % & - 51 ^1 5£ 

^ •"».; a Ifc n m M 4b if t i ^ ^ ^ — % ^ a V; is] ^ 
^ th i£ NLTPS TFT^ - ^ ^ t ^ > ^ ^ it ft - % ~ m ^ ^ 

$l u u - m m # i i i ^ ^ o g # "-i^; &m ^ n % 

- fe-4L # # ffl # 4b 41 a B a ^1 t ' a 0 ^, ^- N^i If # 

^ » # ^ ^ ^- ^ ^ iJ ^ 4b if t .Jt t ^ ic, i% PL TPS 
TFT^ - ffl m % ^ - ^ fl ^ ^ i i i it ^ ^ d ^ ^ 
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JL » ftWiZW (7) 

& t #J ^ & % PLTPS TFT4L - PS! flfc ft f ft ^ — '.P33 j& ft 
^ ft °>- 

m m m M-zu rt ltps tf't< & & & #»j m m 
$ t j%\ t ft - M ft n % £ ;* ^ & ^ ft n m 
ft: # .>j * ^ £ t m t ft . i e # # ^ 
*. ^ & .n^ ife # m. % ft ' *4 % k m ft € ft \ ^ ^ # ffl 
PtI ft f: ft # ^ - £ >t , ^ ^ * & & & P5! W ft & p^j 
ft • a itb m m f -k. m ft n j£ M m & m & ltps 

TF T > ^ 4a* t to. ^ *1 > 5$ ■: » .a. '."sr. 4& HM j& ' • i& # ; 

ff •• ^ 3 m & m % ^ ft > & & jgr & a 4» ^ ffl £ it m 

t> ®- & t£ *i m »r & it /& # tj?& # ^ $ m ° 

it yr & . y 

&:&w m n - %t m m & nltps tfto pltps TFm 

3r >£■ > m ifh 4l # W M m M. ^ m ML Ifc tb ° & % «U3 ^ 

ik t <H t ' ^ # ^ i ^ ft # T ffl * ^ A'*"'-..-;. 

NLTPS TFT# PLTPS TFT^t ^ frfj . LTPS CMOS TFT » * f ♦ 
f'J ffi ^ # m ^ ft m & NLTPS TFT- PLTPS TFK LTPS 
COMS TF T# St - ^ ;i ;.SS : H ^ ^ it € ^ ^ (per i phery 
Circui t area)^ ft » I i A ^ B a a I $ ^ if f; 5^' 

6fj ^ H 7t '■.#■■".( logic device)' ffij ffll^^lt^ ^^^11 
^ > # 7t 4^ HQ. ^ 7L # ( swi tch i ng dev i ce ) 6^ NLTPS 




JL - &Wi&W (8) 

TFT' m ft *T ft M % W z_ It & J5] a^- ^ ^ ^ t£ #1 it. tf H 
^. # t ?'J H (pixel array area)i*3 ° 

* _ > - * 

• . ■ ■ ■ ■ > • - • . ' • 

% a f£ LTPS COMS TFT 74& >J i -ft - f£ ^ vtf ^ . 
% ffl X £- M f © ' ® * J. ffij + eg & ^ # ' ffl ^ # ■ 5t : " 
t # LTPS CMOS TFT 7 4<>T & ^ * S) *n ffl ^ ^ tf ; ^ 
# LTPS CMOS TFT 7 4^ M ft & - & fa. 4 0Jl > SL . 

40* & & -£> # - NLTPS TFTlft I I m - P L T P S T F TGI I V » A. 

m ffi & ^ ^ - NLTPS TFT 7 0|i - PLTPS TFT 72 ° & 
t ' & & '4 0&. ^ - # & .i';*L V ffl -to — %BL $L 

-7 £ & & ° • • 7 

; ■ ^ ® W if & & ifc ft - & m. % m a ^ & 4 0_£ 
& — ^ ft ^ 40 0^ 3_ 6 0 0i£ (angstrom, A # & & M 

m ^ & m * # ai -b t ) ' ^ it if - * f. m > ah ^ 

— ^ ^ -f- f ^ i| ( excimer . l aser annea l i ng, ELA)|l 

> # t£ # b h b M # # B a a /£ - ^£ a a a ^ >f 7F ^ ® 

^ * ) ° ^iitfr - # - M 5* ** i'J ' $L . ' a ^ & 4 04^ 
NLTPS TFTH I I 1^1 PLTPS TFTI I V_L ^ M $L — M # 4b 
a B a ^ f 42> * f - > - I f 4 t ^ ^ f 42^ i t - # m 
^ \ — >2L U & ' a A — it jf H ( * ^ ^ Bl ^ t ) s J- • 

^ @ t % 5 ^ t % . - n. m & & m 

M m iL ik • *b>K " • ^ 40# ai ^ Jt 4l f q ^ -r ^ ^ ^ - 
^ >t (ik tern* t )^ tt ^ 40^ it ^ ej ^ >i 
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5. > (9) 

£.j u m ^ m 4% ° m 

& ^ i£ # - 48. >7l ^ ^ *1 ' • # ^ & 40Jl ^ /& - f'jJL V 

& #J -fr ^ 60 05. 800*£ — ft 4b >f ^ & 4b ^ » ffl & /# 
4t - ' W *B $L ># 44 ' 1 f i ^ ® 1Mb ^Fi a a a ^ ^ 4 2^. _L v 

# ^ m m m & M 44_L til & 4 6& - & jtjl ^ 

7F ; V ' n ^ t ;)yit.i#'-;i ~ $t ^ s- # n k m. - > £ 

f I It ^ j!L ^ ' a ^ /& - SI f£ 4 b .IS.'*- 

4 8 • m ^ # •& ;'.*.''*«■ * 4b it l& >i 4 8#r t'I ; rt, ^ € Jt 
4 6 ' ffl -t #r '•;¥.•: ' « : i f 4 6t ^ ^ ° ^ 5 0 « ; t t ; 

ff - ^ f ^ f t ifl 52 ' jjflp. NH # f li * ^- ffl P 5 0& jf M 

NLTPS T F T 7 0^ — a*. 1* t 54 s&%L & % fa 5 4d » : 
* ", > m & i£ 4 ■% ># ^ # # ¥ tL & % IS \ $h (W ) . - (CrM 

# ( Mo)^| ' -f- # 4SS. a 5 2^ # 4i ?£ & Vr ^ 1 E 1 45. 
I E 16 at oms/c m ?C fWJ • .5. # f 4& & ^ # "*f ^ ^- ; 
(arsenic, As )ic (phosphorous, P) 0 

: & g m ^ & m m > it — & ia ^ 

( t r I mm i n g )M M ' ^ # ® * 4b It m ># 4 8-^ % £ m 'h r~ m 
^ 3& m L' # ^ # - -fck ^'J $L ' * 1^ ^ |& ^ >h tlf 4b ife 
i 4 : 55^ f i ^ f t I 4 6> ^ # . ^ l: >f 46^ — ^ a 50W 
X ^ A ' a ^ ^ ^ X >^L lit A ?f1 o 56 ' 1 m af ^ 41 ib 

NLTPS TFT 704^ - ^ fa % fa 58 .» :M 4k it If ^ ^ it 
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JL * (10) 

m 60' m m # t « & - m o 5 6 ^ *t via* 

42+ > a ^ & ~. mM--&:& &'& 6 0 • & t » & m m >h 

M a # & ^ - & 4b ( ash )%L m * - M & l& ( des cum )U 

6 — £ ft it S3 .it'. |L i 4' - > • & ® 4b ( c u ring )'£ ^ 
T ft & M m '6,'04l # 4& & 4 > ^ 1 El 25. 1 El 4 atoms/cm^ 
m . .'» JL M # f M % % J- & tf> % 

•R IS + JL SI +. ~ #r 7F », ^ #5 'K^ © * 4b & l& M 
544L & ? 4£ ^ & 4 0_t # « ^ ^ gj -f- > 

ffl Hh > f ;) ' M '& ^ *r - # JL k fi* 5- 4* *J k *2 - m & 

Ff % t ft & — M * 4b & Pi,# 62' 11^ NLTPS TFT 7 0^ 

« & f: m sm pltps tfth i it itm ^ _b >: ^ & # it >t 

- & *j H ' m ®L ® ^ 4b it I& J| 62/*/t 31 ^ ^ H£ 
4 6' am /£ PLTPS TFT 72^ — .7^ fet * 64 ° # * ><j V 
Jtv.'* H * 4b & I& /# 6 24&JJJ ^ * * PLTPS TFT 72^ 

ffl 64#) ffl # it ft ffi $L ^ ti NLTPS TFT 704L W fa 

t 58 ' & ffl Ut 4b & m 7f 624S ft tirf i 4£ NLTPS TFT 

7 24L M ^ 6 4^p »T ' @ jtt £ it # :'«L # f M ' * * 

A fib ^ ^ & A .;. ' ; .«t # # # ■ A/'^/W-'j? « ^ ' T ^ 4* 

W ^ ^ 646^ ^ I t it ^ *r W ' * 64i£ 

fa M ° ■ , • . 

■ ■ * j - . L * • ■* • • 

.t • ■»'■■"',"'. ■ • e r ■ ' ' t ' . 

{ \ "• ■: -■ ■ ■ . ' • - :: ,' " "■ ■ ■: • ■*••"■ '"• 

# 6^ ffil fit 4b & Ri. >§ 6 2^; ' *o ffl + ^ ^ 1 +.n9 
-ft ' # ^ 4 0-L >5r ^ ^ — ^ ia ^ ( ^ m 7* m + =- 
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* r ■ . ■ 

s-^mam (id 

m + © t ) • j» k it # - ^ Eg «. # ® #j 'n. ^ . & ^ tr & 

|SL f t ^ ^ - ® ^ -fb it ia | 66; £ it e - m * # *L ■ 
a- 6 8 » )| .Pl! # li A ift & ffl t 4b it ia ^ 62^1 Ffl fe t 6 4 

f 1 4^ ® |£ lb it a 9 a # 4 4 24L'' & H # H t ' ...a 

*J ^ ^ PLTPS TFT 7 2^ & % m 10 % t m 7 0 d » 

f I $ Wb ifc ia ># 6 6 ! a ^ #J ^ /fc NLTPS TFT 7 0& 

PLTPS TFT 72' i£ £ /& * > ^ 4l LTPS CMOS TFT 7 U 
ft . £, t ' m ^ 6 84L # : k & #j -fr ^ 1 E l 4JL 

1 E l 6 a toms/cm i P4 ' J- PS2. # f # ^ ^ ^ ^ >^ 4 ( boron, ; 
: BM IL 4b m ( BF 2 ) •■' 

& g 1 1 * m + je. j. ffl :=.;■ + - « m ,+ jl jl m — + - ■ ; ; 

4 ^ # ;i j£ •■ i:^r 3fe #4 ^ LTPS CMOS TFT 1 2 0^ 

V ';'*» l^^^i '^S^ ^ LTPS CMOS TFT 12 0^ & V 
ft Ifc - & 8 0_h > J. &. 8 Oi; ® & ^ # - NLTPS TFTIS. V ■ 
& - PLTPS TFT& VI & m NLTPS TFT 114 " 

n - PLTPS TFT 1 1 6 • iT" & ^ & 8 0_L /fc - & S # 

..; oft 0 ^ ^ i f s. t ) ' . # ^ ^ # - m.& ^ & m n 

m > a Ifr & fa 80*l NLTPS TFTH PLTPS TFTIE VlJi ^ 
m Ji - M f£ £ & & ^ % 8 2 » # ^ > ^ 8 0i ^ ^ ^ - 
t l 84--4 € /f 8 6^ - ia 88° 

- - - • * ■ ■"■'.■* ' - * " . . * * « 

m 'ik it - % ~ fit % % ^fe M % M > MM + ^ M® >h 
-t » ^ ifc ia ^ 8 8 1 ^ .4 ^ 3f1 a 9 0 ' # it - # i^j 
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i - ftm&w (12) 

>\± ik m U m • >J *» £'J S ' * 4& & ia I 88^r I 
JS. % % 86 ' a ^ f t ^ 86t f ^ - >1 o 9 2v : J. P^. o 
92^ % & K ffi cr 9 04l % J}L > & m %: & & NLTPS TFT 
.1.1 '441 - ; 9 4- $ ft #«J ffl & m $ 88# # - * & it / 

e.-; N32 m 96 » a^J J t ^ 82t & 

- i # # '.'a 98s& 98d° g f£ ifc m. % 8 8 ' -PI t(,ffl;fr 
& t i : 94^ ^ t l 86f £ £ % it # - N^ f ^ ^ <£ M 

^ 100 ' a ^ NLTPS TFTi V4i ffl # 4b 4 >f $ 2 t ^ /& *£\ 

£t in m 4ft h- m m 1 0 2#i 1 0 4° % t ~ N32 * # 9 8 si* 

9 8di ^ -Jftl M # # NLTPS TFT 1 lA^MM M ■ 

& » JL fa Ifc i # '& m 98sH'.9'8d^*iW -i' — ".Nffi 4ft #- # i 
1 0 2£ m * # # N L T P S TFT 1 1 44i It # >£. ^ » rfij Ml ifr 
NLTPS TFT 11 "4i 9 4T # < & # # 6^ Bl # -ft B a B 

># 8 2^ m * t ^ NLTPS TFT 11441 ii it i ° 

1 ■ ' - * * - , . . ' ' * . ■ ' " 

V ffl t a i .+ 7F ' n i 4& 8 0J_ 3r ^ /fc - & pa Jf 

(4 is ?F ^ ffl + A.t ) ' it : e - % [k ja m » & u % m :> & 

*** n j£ ;'ia % t j&. -r'H ^ it ja >t 104 ' # S'J iK "fl ^ 
^fb Tfc ia ># 1 0 4#f M ^ € >f 8 6 • ^ ^ ^ PLTPS TFT 1 16 

^ m u ,% m 1 0 6 • m ft *j « m ^ ^ ia 1 0 4-t ^ - ^. 

* it -ft - ^ # ^ ifl 108' J-X ^ PLTPS TFTd V l4i >^ 
4 i ^ 31 & . i; t ' ^ ^ f \i - f # # B. 1 1 0s^ 1 1 Od • ^ 
%} m f ft PLTPS TFT 1 1 6i M & % ^ M >SL M % & ° 




JL > (13) 

v m — -h & ® — + — m V > ^ in # V m it & 

m % 1 0 44i ft! it e - % E9 M # S* # fi'J ft'' :' & ifc & 

I t * 

=fc 8 0_L ^ - SI 1Mb * ?s- % 112' € i ^ NLTPS TFT i 14. 
4i "W m % m 1Q4& PLTPS TFT 1 1 641 ft fa t * ip.6_t > • # 

it # - & m U U »'::* ^jt:'*.« ; *.''^b & ia-> 112m I. 4i ^ 

I; yf 86 - £ ^ ^ .1 12 ' a ^ ^>J 0 j& NLTPS 

TFT 11 4# P L TPS TFT 1 16 > it % ^ ''£■ L T P S CMOS 

TFT 1 2 06*j ft # • ' 

■ i # f &d l ' £ i t 4i ■ # 4. 5f t > #> w ^ , 

f & - _L ffl & & m LT?S CMOS TFT& £ *'s ft > f& ^ & 

w 4i m n jl * m ra. ^ j& ♦ ^ # B fl >r * * . »r « no ^ ^ 
a % m t it . «. a m ^ n ( "l t p s t f t - l cM*l # & 

& v W # V # t & & i& M a i-- b b b & M m t a a a it ° 

lib *b ■•• ^ 4i & ^ sfc >] jfc' $ 4'-.^T':*' H ' '/» -8- M 

m M ft & N LT PS TFm PLTPS T F T4i : ' / ; j» M * #• 

M 4i ft # ^ ^ k ^ m ^ ^ itb ^ Jfl -:4k- * ; 

t m & & 4i ^ ^ ^, NLTPS TFT (fr M * £- M + ) > # jfll 
ffl % ~ % fan * ft 1$ & PLTPS TFT O ® -f- - 

5. ffl + fa, ) » 4; 4i ;^c» ^."f \ /•V^: ; V: ' s ; , 

^ -T 4i • ^ # B ^ ft # : LTPS; CMOS TFT4i -W. & ffl: 

S ^Xb ^ % % t ft - & ft n ^- ^ ' ^ ^ ^ t ^ 

# '» ^ ^ >fe > # tJ ffl 'J> C 4i SJ # ^b ^ € ^ t ft - & 
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titWifiW (14) 

e n ^ > & v & n^j # # & \ & % # ^ /£/«'.' | 
m > & & m m m & € m t ft - & at n & • ^ ^ ^ 

t a & ^ /& L T PS CMOS T FT » ^ 4s ^ -f it |£ $r m > 3. 

m jt ® % $l « > it m. # s ..«'*). it. m m *r fe-i & # *j- 

m & #t % M. ft. ltps;tft^ ^- ^ ' i ^ \m. ';i *j ft 
> ^ a # • ^ tt m & & "m m & ^ m % m \ >&. m % & & & 

# ^ M M v ® lib T it & ® £ it ^ M M M ft M. i. tfi M -fit ft ^ : 

m » J. * # ^ # '* & f > # f ft w it . $t ^ # - 
m ■■>. m jtb % ^ ¥ V ^ ^ $ ^ # ^ • I 'f t i i ^ ^ »r # 
^ ^. t A * /a » x ^ # ^ ^ i fi- ^ ^ * & ^ # ffl ^ ^ 

M % fa N L T P S TFm PLTPS TFT > # it ffl ^ LTPS CMOS TFT 

a Ji m it -ft ^, 4^ # ^ |i ^ «fe V /u ^ ^ # f 

-I- .#| |£ m "M ft ^ 4 * _.-.4*L" '."^fls .- * ' >»" ' '' » ■ -A V* . * ^ 




m A ffi * n. m 

m 3. -0 i & 'Sf > ft # LTPS CMOS TFT < ^ >fe 7F t 

UJ o 

® ^ 5. B' + V*"*L4* # 'ifr ft 4t LTPS CMOS TFT^ 

n -h 5. j. g| ~ + - k & # m ^ % "■-=: t ft ^ l tps 

CMOS TFT^ ^ ^ 7F '* SI ° 

■ si A ft sfe tfc m 

10 «fc 12 l. tMb t l iM 

14 m . ia «^ $ 16 . w m % m 

- * 

1 s <§£ ft i' 20 ns..'**# »- a" 

22 I $/(bl iat 24 0 it ft -i& 

2 6s NM ■"a^'-tt t 2 6 d iasi ^ ^ ^ / 
2 8 SI ^ jb & m. M 3 0 -ft . 4i ft 31 
32s Pt! # ■« € . 3 2d P3H 4& /g 

34 NLTPS TFT 36 PLTPS TFT 

38 LTPS CMOS TFT 

4 0 42 ffl m lb & 

4 8 SJ & <b Jt m. % 5 0 F*1 o, v 

52 i f ^ tt t a 54s .Nf | ^. 
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5 4d NSH vSLM % m 55 'h ® H 4b & PJ- /f 
56 X3 . 5 8 ft? # l£ ft 

6 0 m + w & M m. 6 2 k $ >fb & i& ># 

64 ffl ft % ft . 66 Bl ^ ^fb ^ PJL 

6 8 # ^ ft % tM. 7 0 NLTPS TFT 

72 PLTPS TFT 74 LTPS CMOS TFT 

80 : 82 I tibf 

84 fol ft ift'Mt' M 8 6 : # f: >f 

8 8 Bl *.-ib & l& > 9 0 j$ o 

92 ffl ° 9 4 Ffl ft f: ft 

96 <§fi /-ft fl> <i $L ^ 98s m -J* ft % & 

r .■ • ... , • . • . • • ■ ■ . . 

■ 9 8d m -:k ft t ft i oo m ^ Via u u 
■ 102 & # #& >& ft 

0 4 El f£ >fb fa IS M 1 06 m ft € ft; 

108 ^ ^ ^ H a 1 iOsPSH # ft ^ ft . 

1 1 odP^J ft t & 1 12 m % it h M 

114 NLTPS TFT 1 16 PLTS TFT 

120 LTPS CMOS TFT 
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1. - *LJl *L .4* £ * > ft M ^ 4& & tia ^ l Jl f 

al ^ (low t eraper a t u re polysi 1 icon thin film 
transistor, LTPS TFT )k & • it £ £ ® & & % £. ')? 
- % - £ 5. ^ - # ~ & ' #. ^ J5'i ^ ;■*■ >fc J- ^ - 
LTPS TFTHJ. ^ - P^J LTPS TFT ' It # * 3. ^ & > T -*•] >. 

^ it ^ ^ $ - m ^ m. x & m k - * # m 

(undoped)® % 4b it aV# ># ♦ JL 4~ i% # B) M 4b ifi & > 

|' : t ^ tL & % fa M '-fi :'>-' -r ~ # ^ A — it itn ; 

; ^ ^. ^s. _l ^ ^ % & - ^ « ># m - jg ^ >fb t£ f: 

># ' # 4b a a B a ^ ,# _t ' > JL t£ $ — 

£ ^ © * 4 b # € ># t & > > ^ £ frl o ; 

i&ft 35 - £fc fvjfc $t*2 > m m # f M iii*: ~ g - 53 

a' .i ft t a ^ it ^ & & m £ 4b *i B a a >i t£ ^ ;a ^ ... 

% >%. m & f ' a ft] m # t (so urce ; 

electrode)^— "i; (drai n electrode) ; 

: # m m % 4b ^ € >t % & ■— ^ £ a* . • « ^ t& ib 

f 4b t'it^ /& i $ fffl.a. it |SJ ^ ^ * * tt LTPS 

it ft ^ i ^ 4£ jsi a ' ^ m # t « * Hz ^ ^ f4; 

tr. & ft jy- ^ 7v ":'« ^ m. % ,'ift # # ffl 4b ^1 fm & % V 
4 ' a. ^ ^- NSU ^1 # # ^ ( 1 i g h 1 1 y do pe d d rain, 

^ LDD ) v / . / ■■ V ;V"; -V' ■ 

^ tt ^ i ^ ffl * ■ ;4b t ^ ^. tt P^ LTPS TFT 
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r 



^ — ff\ m% M ';. a a ■. 
^ ^ ^ H 4i t& m d # t£ d. t #J ^ « 

LTPS TFT^ - ^ f ^ ^ — >2L fa & ° 

• ■ • ■ . . ■ ■ ■ 1 . - .*".."■ 

2. > t n * >j $& in ' * ^ # • * t t i fe # j*? — 

& -*L ^ — & ■(quartz.)* & > 

# # B iSMb v« aVf f i p B r i % % - M m m ° 

4 *• f t# : "# *<J le, Si ^ 1^ 4l ^ » ^ t 0 & 

m & ^fb ?i. a B a > # & & m % n & % t n m ■ 

it ;# 3& (sputtering)^ m v U i£ & fa & & /£ — 

# ^ (amorphous s i 1 icon layer, a -Si layer); 
it ft — - E7 Jc ; (annealing)f g > # l ^ ># # J£ Ja 
(recrystal 1 i ze )a ^ ^ — Ha ^ $ ; ^ 

it # — jSt # /fefe ^'J ^ if£ (photo-etchi ng process, 

PEP ) ' a ^ t£ $ ~ & & % ~ & i k ?1 a% ^ l .t M 

: # B jb ?£ ^ >t ° ; 

5. ; '■'■*» t # #>J |£ ■ ffi $ 1^ ' * * V'f& & t% % % 4L . 
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M t ^ & — % - ffi v jz. % — a & ^ # 

T ?'J ^ * ;■■ 

K it ft % J% JL & - . If. % % M -. $ - ffl 1Mb & PJL ^ ; 

* 1$- ^ # ** # - k fit 4b & l& % n 1L £. i& ^ % % • a V 
t£ # - d ^ f£ f t K & it — % - ^ a ; ^ ; 

it e — Jg m *£ >h ( tr inrmi ng)t *1 » # t£ % - ® $£ it & 

& 'ig >h m m ZL sz m ; 

4r Pfr * $L iZ m >h ^ n % - El 1Mb & i& # #r a & ^ t£ % 
% > ."W ^ jjj - & ^ n ^ % k ^ M ^ i& — % — ' W' o ; j-x 

it * f$r It . #» * # — m ■ 4b ^ |k >f » 

*■- 1 * . - ■ - • 

7. ^ t tt $■ M $e, l§ ^ 6^ 4L ^ • t - m u 

% & % }h ^ 4 i£. £ o, iti ' >•;:• • 

8 . t * >j 'jfe ■ ffl 6^ *L # * • % t *B 4 t£ % t. V| ^ 

£r M M. #4 # it i * ;'>"' ( W ) v , (Cr )^ (Mo)#T &i 

# *a ' ' ■■■ 

9. t tf 41- ^'J le, IS % m & ' ^ t i& 7t ia ; *g ;/h H 5fi 

& ^ % - ^ /fb ( as hO^. ?fl * : - Hi Ifi (descum )tt M - — 
f:4;i^^l>4'>IJ /fb (cur i.h-g)|l i ° 

l o . > t it # ^'j la m m * & > ^. t i l -- #>.-^"-tt . 

jl "jg. # HS. A ^ ^ l Ei,4JL l El 6 a toms/cm^ m > M. i£ 
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m # "ft #> & & £ M (arsenic, As)^ t& % 
(phosphorous, P ) ° 



11. v t it l ^i la ®# i*s ^ 3- . & .ftt « m -f # 4$. 

$L & 4L # "-ML, 5. #J it Ifc. 1 E 1 2JL 1 E l 4 a t oms/ cm ^ W '. » ' JL tt . 
# f 4& . & ^ # *4 £ ^ & *t 4 -f. ,° 

12. '■*»■ f if #.#*.&-'H.$., 1^ ^ ^ & » & t fl* ; # '« LTPS 
TFT^ f£ .M & € #J ifc .-W £ ^ # T H # m ' 

n n 4 *l -t # ^ • j& - # m *- 4t ^ kb. ' a t£ $ - 

& i£ "-'W € & t£ ^ ^ & f£ it it m ^ _£ V 

* i& £ # -n # & w. % .ft & M. ^ n m % 4b tf- t ; 
^ w ^'.a ^ it n # 4b € % * ^ & ?m LTPS 

* P£ i% % ■ ® Jl 4b & ia >f o - : . 

' ■ - • ' . . ■ . • ■ ■>.•••;.•. 

'• • . - • > .... • . • < 

• ' . - * • ■ ■ . . ' 

13. t # >J le, SI # 12^ * * * • **. >fo 
% fa & it ?>& & t 'm # # & & ^ * T ; ?'J # " - J» • : 

3fr i£ & ;k -b >T ^ ^ - ^ =. ® -fb jfc fa /f » JL ^ ® % 

4b & i& jk s ib ^ ^- ^ 4i m a ; 

ifc -ft - 'i. m : f ;m jt il V v # t t x ijt tt-jjsvivffl. 

4 -b it ia ^ ^r i l 4^ ^ ^ ^ 1^ >Sl m . & t ' ^ ^ >4 ^ 
^ P^ LTPS TFT^_ n P3H a* t * ^ i& PvSi m & : zx 2l 

n % =. ffl . * 4b >t ia >f ; \: 




% 24 I 



14. *» t tf 4M'J ft I§ g 133ft 4L.^ * ' Jtt.tt.M'»f.f*.. 

i ^ # >& & #J ^ ^ 1E145. 1E1 6 atoms/cm?^ Pal » J. 
ft # f # & ^ # ^ 4 4 (boron, BM ft 4b AH. ( BF 2 ) • 




15. *o t ft 
T FT4i i% ?fi 

& % * T 

^ t£ 4& _L 3" 



4b * ' JH ^1.*. 

*\ • .'a ^ & t* 

& *T - $ E9 ^ 

t£ n t 

5?! 43* % & ; 

% Ma m 

n & _t * 



*'J ft ® % 1^ * & ' * t ^ /£ ** LTPS 

* m psu ^ € m p^ € # 

?>i # ^ : ' : 

ff> /& - % ra.B fft 'ft & l& ># » i. ;« # 

its i II i| # i ^ & '"n 

w" B '* 4 b & m ^ ^r f l i t 4 b i 
P^ LTPS TFT^ f£ ^ m 
f: 1$ t la ' .R'.^ i£ # — .£'Ji.< t£ ft ^ H, 
/& f£ Pi LTPS TFT4L f£ P3H « ^ M i£ P 



n m m t 



^ /& — $ i B l£ 4b & i& Jf " * 



# 4b I 



Bfe- % i B ^ -fb Jt W- % 



i 

\ 



16. t tf # #'J Ib ,-ffl flS 1 ^ ^ * • ^ t tt LTPS TFT 
#, t£ ^ & ^ — ^' * f'J ^ (pixel array area)^ ♦ 
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ffl -ft ^ — aa $1 fi (1 iqu id crystal disp lay, 
LCD')4L 4£ ^ to # W . M 7G '# (switching device) ° 




17, Jo t ft .•*>] % m % 16^ ^ 3r & >■..« PfJ LTPS TFT 
,.t|.i LTPS TFT# : # 4 - B B a ii^ £ & 4 ^ 



II f: a a a It (LTPS complementary metal-oxide- 
semiconductor TFT, LTPS CMOS TFT) ' 3. m LTPS CMOS 
T F m i9i Ifc t£ >k & m Tf: H ^ - M it € i& & ( p e r i p h e r y 
c i r cu i t a r ea )4l ft \ #, ffi & ^ ^ i£ & ^ & M it 

J8- 6<) i H to # . ( log i c d e v i c e ) ° 



18.: — m ft* — & Jt. I ^.'.f ,f i fr f iftj& .a t i ^ l 

( low temper at iir e po 1 y s i 1 icon t h i n film 
transistor, LTPS TFT)# # & • t:t i > 



^ ^ Ja 



r^#J ft & H i¥ 3L 1> ^ 




LTPS TFT|% & - P^! LTPS TFT' ik # & ^ # T ?«J # 

' ^ 1^ i .fe ^ i% % - H # i£ # .'i H JL ^ i>j ■& — % # 

^ ^. _l -n & - ^ t ># \ - i;t>t W:-f 

- . ffl £ 4b & ia ^ ' J. ft £ - g ^ t£ # ,-: Bl . * jt & t 
* #: M « - ffl ^ to ia I ^ f Jfe tii f ; ,t )f- ^ ^ 12 m 
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— S ^ f£ ^ t ># t ft j& — % - ffi o » .Jt I5J b£ £ & i t£ N32 
LTPS TFT4L — ffl % (gate electrode); 

*'] M M % - ® M 4b & m M t ft — > ^ ' # N32 #• f i . 

fj- A f # - H tt >fc # #fe ffl # 4b ^ a a a # ^ t ' "« 

& N3H LTPS TFT^ - & t N3U &.& € 

* ^ Bl t /(b ?t pj. >t ; ; 

t # - * ^ N ^ f k ft m & *£ ^ 

$ - H ^ i* * # # BI 1Mb 4 Of t ' » R W m 

LTPS TFT^ ~ >I # ft ». m (lightly doped drain, 
LDD) : " : 

■■: % ~ H < n ^ % m t ^ & i% P35! L T P S . f'F T< :-f ' 

f£ P32 LTPSTF T^ - P^ it if ^ - PS2 t . ° 

• *,,•* *' ■ ■ * - ■ 

"■■--,* * * - % * 

■"'•*..* - - ■ * " ■ - - " 

..■'.'* > . " * • ■ - » ■ " *■'. .• * . - 

19 . -ko t tf *'J fa - ffl # 18^ < ^ik^^r^t^^M% A - 

— >S ^ (quartz)! & ° 

20. io t if * *l la S ^ 1831 ^ 3r . ^ t 1^ ! fa M t% % 

& & m ® %jb&;g, & % m % & > % - m. m m ° 

2'x . > t it * Ie, '«..*■ 18^ ^ ^ ^ » |L : t ^ ^ > 1^ ^ # 

# si m /fb € in # j% #) ?r >t % & & % t n ^ m ' ' 

i*Mf — & M. (sputtering)^ > a ^ 1^ ^ A & & - 
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# bs # C amorphous silicon layer, a -Si layer); 4 
it ft - Ej *. (anneal i ng)M a # i£ # a a a ^ ^ # & * 

( recrystal 1 i ze')tt' ^ •,— "i £ *> ># ; ■ « A 
it # — $t M ^ £'J $L *1 (photo-etching process, 
PEP) ' a ^ # — & & — & ^ m da #Ji.t ^ #J 

2 2 ■; :*»>• ft 4 #■] M m % 18^ ^_ 3r ♦ % & m ft t % 

. • ' . ■ ■ ■ . . • 

■ i? * f ft 4 m &m % \m * & • * "t n % - a * 4t 
& m % n % - ?a -o ^ & & t f t >t ---i-;^ 

fol a ^ ^ i » 

.24. .*» t *t 4 ".ffl % ism & & > & t ^ ^;>t. . 

# # # & 4 * £8 > ^ (W).vJS- (Cr)^ la::(Mb)^ i » : 

2 5 . in f: if 4 *j & B9 # 1 8^ 4l >T fir >' * t t& M # f % tL 
& % -f (arsenic, As )^, ^ ^ (phosphorous, P)° 

26 . > t if * M:M m % 18^ ^ * ;' ;* t. t Pf^ f & 
% m & (boron, BH t ^b flH (BF2) • 

2 7 . *» t W *• ie. ffl : -* "18«^^.>' • * t ^ ^. P^ LTPS 
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tft^l t* ffl &. % m m # & % & % r n m ■ 
n & & x 2f p 'a - % - .n # 4b * jb. # v «. it ^ « $ - 

i-tt ffl g t#HH Jfc — ® 4l — it it (channel )d 4^ _t ; 

1 Bfc ^ t£ % — m & it .jfc-'ia ^ #r & JL t£ «■ ># ' a ^ 

It % — tit ¥it P3! LTPS ' TFTitt W 4 

* f£ # - © 1Mb & l& ,# ° 

■ >, ■. . ■ - ■ 

*• * . . • * 

2 8 . ■ f ft > la ffl £ 2731 ^ >r ' * t 'tt '» .*6 
€ H i£ & % tfi >$r £ tL & % T n -fr 3$. 

ft m t& % ~ m % At & m % n n m ltps t f n m 

* ft — m- P^ # f ii 4t-*K* *i x t£ £ - i^n ^ # 

gfc © f£ 4b $L m ^ i .t ,' a > W ?m LTPS TFT4L P 

^ & & & t£ P2! € & ; a JL 

i- Rfe- % ^- m n 4b ;t pjl 1 ; .; v V 

29. > f # >J IS, j§ 1.8^1 ".41 2r • £. t ^ * ^ P^ LTPS 
T F f^L.'.tfc W JS- ^ - f£ P32> # t£ P^ iS. € 4& #7 # 

i ^ l' i t T >J # J»."C," 

4* * 'It ^ j& - * -i. :;m # At & m- >#: • -§- ^ ^ i. "h * 

it. ^c, ia i * k & m % ^ ^ ^ # # ® s -ib i 

— ^ d ^ — jS. ^ H . 

* & 1 1 ^ eg @ .i 4b tIc, i ^ « >t a ^ 
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& & P3! LTPS TFT^ f£ t # : — 

#•1 k i% P^. LTPS i& ffi & % m & i% % eg II % it # !!§. * ™ 

t ft - * * > m ?m # t & ft m ^ ^ ft $ m t n i # .; 

* ffl .* .it ?£ a B a ^1 t ' a. M 0 A i% LTPS TFTtlPS .; 

an i € ^ ts Pj^ .i % m. .. ; 

* & f£ # ai £ it it m % 

^ f£& Jl & fa - % m ffl'.£ ib- fc.jfi. ^ ' € i'^ f£ N2! LTPS 
TFT^."«M-« € i% P^ LTPS TFT^l it M ' « % ;^ JL .; 

* 1^ ' bj. m it it )& '& \M;9L M. *L \tk..%L € >f . ; . • 

* ^ f£ # eg S| f? it & |& ,# > 

. .. ■ • . ■ - - • . . • . * • . ■ 

> . < . * . . • • ■"■ ■ . ■ . . . . ■ 

•,-f '■■ ' '■ ■ '■ \ - ' '* ■ ■ . . ■ : - 

3u . ''*»■ t ft -#- #'] la ® $ 183! 4^ ^r i • & '■ -fr t* ' tfjg LTPS TFT . 
#. fit ^ f£ & ^ — if. i£\ 1$ & (pi xe 1 ar ray ar ea )j*3 
i& ffi iiF ^ — >fc Ba M. tt> if (liquid crystal display, 
LCD )4L ii # it # m £ # (swi tchi ng dev ice) ° 

31; -ko t ff *>j\'i£'. : ffl ^ 30^ ^ ' * t P^ LTPS TFT 

H it m LTPS TFT# ^ ^ - « ^ *> -X #L 4 ,^ It. . 

^1 M % aa fS (LTPS complementary metal - oxide- 
semiconductor TFT, LTPS CMOS TFT) > 3. i% LTPS CMOS 
TFT# «t isf ik %L b b b ^ 7F " 25 4l - ^ " i£ ' € ^ d (per iphery 
c'.rcu it area Pi • ffl ^ i^ ^ f^ . B B a M H 4l ^ xt' f: 

■ ". . ' . . " * ■ ' . ■ ■ ' - 

3%- &) i§ ^ 9t # ( logic device) 0 
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